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1.背景 
近年グラフェンやダイヤモンド等のような優れ
た特性を持つ炭素材料が注目されている 

そこで我々はダイヤモンドライクカーボン
(Diamond Like Carbon: DLC)に注目し

た 

・高硬度、電気絶縁性、赤外線透過性 

Fig.1 Amorphous structure  

sp3 結合 

sp2 結
合   

・ Ga+イオンをドープすることにより 
       半導体化させる事が可能 

・0.8~3.3eVの可変バンドギャップ 

ダイヤモンドライクカーボン(Diamond Like Carbon : DLC) 

DLCの特徴 
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1.背景 
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   ナノスケールでの加工 

注入ドーズ量を容易に制御可能 

   Ga+イオン注入 

   任意領域のエッチング、炭素等を 
   デポジジョンすることが可能 

   デバイス応用が期待できる 

特徴 
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2.目的 

Silicon substrate 
Intrinsic DLC 

Fig.2 Cross section view 

シングルショットキーダイオ－ドを作製する 
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Pt電極とAl電極を 
組み合わせる 
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2.実験方法 
シリコン基板上にDLCを堆積させる 

Ga+イオンを注入する 
(ドーズ量:1.0×1017[ ions / cm2]) 

I-V特性を二探触子法で測定する 

Al電極をDLC上に堆積させる 

Pt電極を片側のみ堆積させる 

Intrinsic DLC 
(size:2cm×2cm) 

Ion implation part 
(height: 50 µm, width 450 µm) 

 
Electrode 

(size:2mm×1.5mm) 

 

Fig. 3 Experiment process 

Pt(thickness: 0.1 µm, height: 60 µm, width: 100 µm) 

イオン化蒸着法 

真空蒸着法 

FIB-CVD 
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Fig.4 Pt and Al electrode 

○Electrode : Pt and Al  

Silicon substrate 
Intrinsic DLC 

Pt electrode Al electrode 

Implantation 
part 

短絡電流 Ish : 1[μA] 

開放電圧 Voc : 7.3[V] 

降伏電圧 : -20.7V 

シングルショットキー特性を示した 
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